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MBE 法を用いたサファイア基板上への ZnTeの横方向成長  
ZnTe Epitaxial Lateral Overgrowth on sapphire substrates by MBE 
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【はじめに】我々は ZnTe を用いた電気光学素子への応用に向けサファイア基板上に高品質 ZnTe

薄膜の作製を行っている。MBE法を用いてサファイア基板上に ZnTe薄膜を作製すると、ZnTe薄

膜は基板の影響を受けて成長方位が決まる。しかしながら、サファイアと ZnTeの間の大きな格子

不整や結晶構造の違いのため成長膜の結晶性が低下してしまうという欠点もある。そこで、ZnTe

薄膜の結晶性を改善する方法として横方向成長(Epitaxial Lateral Overgrowth)に注目した。ELOは基

板上をマスクで覆い、成長層の核形成をマスクの開口部のみに制限するものである。核はマスク

上を覆うように成長し、隣り合った核と結合した後一様な薄膜として成長する。これらの過程を

経ることで粒界の数を抑制することができる。今回は ELOの初期段階における核形成の制限につ

いて検討した。マスク開口部の幅や成長条件、特に Znおよび Teの分子線強度比に注目した。 

【実験方法】マスクには SiO2を使用し、フォトリソグラフィを用いてストライプ状の開口部をも

つパターンをサファイア c 面基板上に作製した。マスクの膜厚は 300nm とし、開口部の幅は

5~10µmとした。ZnTeの成長はMBE法を用いた。初期段階に形成される ZnTe核の制限について

評価するため、ZnTeの膜厚は 300nm未満に設定した。成長温度は 340℃~350℃、分子線強度比は

Teの分子線強度のみを変化させることで調節した。SEMを用いてサンプルの表面状態を観察する

ことで形成された ZnTe核の制限について評価した。 

【実験結果】作製したサンプルの表面 SEM 画像を Fig.1 に示す。開口部のみに ZnTe 核の形成が

確認でき(Fig.1(a)の白い領域)、核形成の制限に成功した。Teの分子線強度を約 30%増加して作製

したサンプルでは、開口部だけでなくマスク上にも ZnTe 核の形成が確認された(Fig.1(b))。Te は

SiO2においても付着係数が大きく、マスク上には付着した Te を起点に ZnTe 核が形成されたと考

えられる。また核形成の制限が行われる成長条件下では、マスク開口部の幅が変化しても堆積量

や核の粒径に変化はなかった。マスク上に照射された Zn,Te 各分子は開口部へのマイグレーショ

ンではなく真空中へ脱離したためだと考えられる。以上の結果を応用することでサファイア基板

上の ELOが可能になるとの知見が得られた。 
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    (a) 

Fig.1 SiO2マスク加工を施したサファイア c面基板上 ZnTe の表面 SEM画像 

(a) 開口部のみに ZnTeの核形成が確認された試料  

(b) 作製時の Teの分子線強度を(a)の試料に比べ約 30％増加させた試料 
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